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Наличие в профиле поглощения излучения накачки при длине волны, соответствующей наибольше-
му значению keff �0� �, области с повышенной плотностью поглощенной энергии может способствовать 
снижению инверсии населенностей в лазерном кристалле за счет усиленной спонтанной люминесцен-
ции, а также возникновению асимметричной термолинзы, приводящей к разъюстировке и ухудшению 
стабильности лазерного пучка в дальней зоне после включения лазера. Для минимизации указанного 
эффекта далее рассматривалась накачка при центральной длине волны 806 нм, соответствующей более 
равномерному профилю распределения энергии накачки в сравнении с таковым при накачке в пике по-
глощения с длиной волны 807–808 нм. 

Расчет расходимости лазерного излучения
Для того чтобы в генерации лазерного излучения была задействована максимальная часть объема 

лазерного кристалла, использован плоский линейный резонатор, обеспечивающий постоянный попе-
речный размер нулевой моды вдоль всей длины лазерного кристалла в приближении малой оптической 
силы тепловой линзы [18, p. 586]. 

В табл. 1 приведены параметры кристалла Nd : YAG, использованные при расчетах. 

Рис. 3. Результаты численного моделирования в программном обеспечении OpticStudio  
профиля поглощения излучения накачки цилиндрического кристалла Nd : YAG диаметром 4 мм  

c концентрацией ионов Nd3+ 0,9 ат. % для диодного источника накачки с шириной спектра  
на полувысоте 5 нм и центральной длиной волны излучения 800 нм (а), 803 нм (б ), 806 нм (в), 807 нм (г)

Fig. 3. The results of pump emission absorption profile numerical simulation using OpticStudio software  
for Nd : YAG rod diameter of 4 mm and Nd3+ ions concentration of 0.9 at. %,  

diode pump source with emission spectrum FWHM of 5 nm and central emission wavelength of  
800 nm (a), 803 nm (b), 806 nm (c), 807 nm (d )


